TRANSISTORS D'EFECTE DE CAMP
(Field Effect Transistor)

o unipolars: el corrent només és d'e” (FET de canal n)
o de forats (FET de canal p)

3-terminals: porta (Gate), font (Source) 1 drenador (Drain),
Poden ser: FET d'unio (Junction FET, JFET)
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET, MOS)
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- Es pot considerar que només circula corrent entre el drenador i

la font. Aquest corrent s'anomena corrent de drenador, /.

- Mitjangant Vg (entrada) es regula I (sortida)



MOS d'enriquiment de canal n
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i n Vos=(Vg-Vs) 1 Vps=(Vp- Vs)
Metall l7
® Source o font Vps>0 1 Vgs=0 - Ip=0

No té un canal n (de fabricacio)
- L'oxid impedeix el pas de corrent entre G 1.

- El substrat connectat a S (i Vps>0) garanteix pn en inversa

Vps=0 - Ip=0
VDS>O 1 VGSS VT - ID:O
Vps>0 1 Vgs>Vy - Ip#0 (Vpst 0 Vgst = Ipt)

V= tensio llindar (threshold voltatge)

Quan Vgs> VT (V(;> Vp‘|‘VT - E de Gap)
G repeleix forats de p
1 atrau e minoritaris de p

apareix un canal n (enriquit amb ¢")

1 pot passar correntde D a S

- Nom¢s passa Ip quan Vg €s positiu



Caracteristiques dels MOS d'enriquiment de canal n

DA El corrent de drenador /),
Ip||:
— entra pel drenador 1 surt per la font
G v, k|: VDS =20
VGS La tensio drenador-font Vps="Vp- Vs
S

ha de ser positiva (o nul-la)
Ip es controla mitjancant la tensio porta-font, Vgs= Vs - Vs

Es pot caracteritzar amb: la tensiod llindar V',

una constant caracteristica K
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Exemple amb Vpp=20ViRp=5kQ
1 Vr=4Vi1K=8mA
Mitjangant V;,=Vgs (entrada) es regula Ip 1 V,,; =Vps (sortida)
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